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ВЧ плазма пониженного давления (p=1,33-133 Па) применяется в процессах поверхностной и объемной модификации различных материалов [1]. Для разработки технологических процессов и управления параметрами плазменного воздействия,  необходима эффективная методика расчета характеристик плазмы с помощью математической модели.

Математическая модель ВЧ плазмы пониженного давления [1], даже при учете всевозможных упрощений, достаточно сложна. Так, например, в двумерном (по пространственным переменным) приближении математическое описание стационарного потока ВЧ плазмы пониженного давления включает в себя уравнения Максвелла (3 компонента вектора Е и 3 компонента вектора Н), диффузии электронного газа для расчета ne, электронной теплопроводности для расчета Te, сохранения массы, импульса и энергии для расчета давления p, температуры T и трех компонент вектора скорости v нейтрального газа. Система краевых задач, представляющая собой математическую модель ВЧ плазмы пониженного давления, является нелинейной и для ее численной реализация требуются значительные ресурсы, как памяти ЭВМ, так  и времени.

Модель взаимодействия плазмы с материалами не менее сложна, так как процессы, протекающие в слое положительного заряда, возникающем у поверхности образца в ВЧ плазме пониженного давления, не только нелинейны, но и существенно нестационарны. Расчет одного варианта задачи, даже с учетом быстродействия современных ЭВМ, требует несколько суток.
Существенно повысить скорость расчета возможно с использованием современных технологий программирования сложных задач, таких как распараллеливание алгоритма расчета. Это возможно сделать несколькими способами: создание кластера из нескольких компьютеров, использование многопроцессорного компьютера, и так называемая GPGPU–технология, позволяющая привлекать для вычислений ресурсы видеокарты. 

В работе проводится сравнение преимуществ и недостатков перечисленных подходов. Предложен алгоритм распараллеливания алгоритма расчета характеристик ВЧ плазмы пониженного давления на основе  платформы реализации архитектура GPGPU. Приводятся результаты предварительных  расчетов, показывающие перспективность применения предложенной технологии. 
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